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Resistance readout circuitry:
Variable Gain Amplifier (VGA) +
successive approximation type
Analog-to-Digital Converter (ADC)

Capacitance
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RS-485 serial bus
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Capacitance readout circuitry:
4 sets of Capacitance-to-Frequency
Converter (CFC) and frequency counter
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H # : C. Shao, M. Muroyama, S. Tanaka et al., IEEE Sensors Journal, 2020
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Ground electrode

Sensing electrode

Solder pillars Active shield ring

15! layer (semi-rigid)

2% Jayer (semi-rigid)
LSI
3 layer (semi-rigid)
33V, 1.2V
RS-485
4™ Jayer (semi-rigid)

75 : : 75 . -
—e—Force increasing Force increasing

—e—Force decreasing

—e—Force decreasing

Capacitance (pF)
Capacitance (pF)

Offset controlled by
s active shield circuit

] 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
Applied Force (N) Applied Force (N)

Force response of device with active shield Force response of device without active shield.

Lopez Jorge, Muroyama Masanori, Tsukamoto Takashiro, Tanaka Shuji, “PCB-
based Single-axis Capacitive Tactile Sensor with Embedded Sensor Platform
LSI", AR oY - 4oaT DGRV AT LI RY ™ L, 25P4-PS-99,
2024

21



HABAS

3
MR

R

1~24 1

3ER

HERENDEH

MY EBOHASHICLI-VLRESE
- /A\LARJLIZEAMEMS-LSI3EhEZ LB YT /NM R
DEE (2.5mmOY A4 X)

-PCB% F|FL=10mmOH 1 X DX &R [E1$430,000 1 7 )L LA
LDEMAZERTH1#MMEE YT /A(R

-PCBZFIALI-10mmO YA X D3t = HTFINAADT

O~5A 7 0 AE & 5T
MR IHAERESEL TELEFIEREDIETZH% LA
IR 60 B EE A B T D HERR

‘PCBELESH EHEFTIH, SMDME L J TN RELEA
REHHE
- SRR Z%f i U 1= = B E A AT B 73 38 a8k it D Al 5

Bk RIERRICH IS ARG RE T NARAB K VERH AT LD
REIREDEE

SREAWMYMBAAIZDOLNTERE

TEVAN—L3VERE
JSTOEZHARBEANLELATESE
S

EHEERE T — 2 DR
BT LRI NER

22



S EER RS

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

ERXRANDHF

o« EED 7TV -3 IGHAICKD.

— AR

Lo U

2 HMMEZBINEDH. IBEWNC., [TERDHE

~- i8S — 5 DEUSH KURHRE DR T D7 —45H
5. =HI(CIETDEER(CH T DR DR

(FTEELEDOHBAFRICKDIEKR TET D EEZ X TL)

Do

e =HI(C. LSI’(DMEMSODTS'MT\I%FD 1B LD

|':'J E}

NZ

J:I:o

23



S EER RS

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

%f\d)ﬁfﬁk PRRA b

o ARILfitTIFANEE A
TRTZ 8D, /J\E_‘T<!2‘*&J_C7(?§<;T

LY CULYD,

e oYU A7 LD

BRIUOKREEE

= (D

73OV eI EE

U2 UViEZE(C )

SKOERHS AT AICDWNWTER
FUTHED. BFRARLAN)LTOIIEEH ] EE,

e BNRVLVT—FEUSMAIEE T, MET—5ICLD
5_\\ Q-U_/rI)Z:lJ_JﬁEo
o NBE A (CdpTz > TO#AlTia

o HIEIREDE

BT = -

Z

\’4@#

=
%

ANCIL
2

ECHD

_ L
_'SE_I-HUO

24



HABAS

A BT 2RI AR EEHE
« RIADEH : METIYIRTA

o MAERS - 45FE2011-543887

o HFEA : BRI KRFEARIEKRE, kNSt =HFRE
3P, B3SE E)JEHH%‘E/\%'_

o FHHA :iLJE‘u, ARNEFE, HRFE, lEFR, =
W, BrAafn, BEEEsL, RlUSsw, IWAOFW, [LEE




HABAS

A BT 2RI AR EEHE
« RIADEH : METIYIRTA

1R,

o NEEE=S - 15/582010-229761

o HFAA : BRI RFEEARIEKRE, trNSft
3P, B3SE E)JEHH%‘E/\%'_

o FHAA - FINEfE, J(IRIEFE, HRFE, 1
WIS, REFE R, BYA4MNE, BEELL, LEZE,

=2

[t~

o> Uf

J—I I=_.=II]€E, ;E/\\U TE

\
/



HABAS

A BT 2RI AR EEHE
« RIADEH : METIYIRTA

o LfAERS : ¥5882013-223714

o DFAAN B KFAEARIEKRTY, Rt =HFRE
P, N3YE E)JEEHE_E/\%’

o EHRA : HPFSE, ::IJ_I,EJIJ, ARNEE, LA,

foteiEs, MR, PILSEHE, FME, LLIEE




HABAS

e 2007%

EF

-2017%

e 2020%F-

A1t > A% T

e 2023%

=-2025%

iR

3 1€ OD & BE

N34 BEhEE & HEAFE
ARFRENF ¥ —HRA=LL

Jhnl

=3 (CER

JST A-STEP (&hk)

28



HABAS

BRINEHE L

RIETEXRF
MAxEL>Y— 5 HE

TEL 022—305 — 3814
e-mail rs-center@tohtech.ac.jp

29



	使える触覚センサシステム�～デバイスから認識まで～
	従来技術とその問題点
	従来技術とその問題点
	新技術の特徴・従来技術との比較
	新技術の特徴・従来技術との比較
	新技術の特徴・従来技術との比較
	新技術の特徴・従来技術との比較
	新技術の特徴・従来技術との比較
	新技術の特徴・従来技術との比較
	新技術の特徴・従来技術との比較
	新技術の特徴・従来技術との比較
	想定される用途
	実用化に向けた課題
	実用化に向けた課題
	実用化に向けた課題
	実用化に向けた課題
	実用化に向けた課題
	実用化に向けた課題
	実用化に向けた課題
	実用化に向けた課題
	実用化に向けた課題
	社会実装への道筋
	企業への期待
	企業への貢献、PRポイント
	本技術に関する知的財産権
	本技術に関する知的財産権
	本技術に関する知的財産権
	産学連携の経歴
	お問い合わせ先

